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Fabrication of Zn1-xGexOy for an electron transporting layer of BaSi2 solar cells 
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【背景】 新規薄膜太陽電池材料として BaSi2 に注目している。BaSi2 は地殻中に豊富に存在する元素で

構成される半導体でありながら、その光吸収係数（3×104 cm–1@1.5 eV）と少数キャリア拡散長（10 μm）

がどちらも大きく、禁制帯幅（1.3 eV）も太陽電池に適している 1)。これまで、Al-doped n-ZnO（AZO）との

ヘテロ接合化を検討し、動作を実証した 2)。しかし、ZnO は BaSi2との伝導帯オフセット ΔECが大きいた

め、界面で再結合が生じる。そこで本研究では、より BaSi2 に適した電子輸送層（ETL）材料として

Zn1-xGexOyを検討した。Zn1-xGexOyはBaSi2とのΔECが小さく、ワイドギャップであるため ETLに適してい

る。しかし、undoped Zn1-xGexOyはキャリア密度が非常に小いため、ETLに求められる高電子密度が得ら

れていない。本研究では、ZnOの n型ドーパントとして用いられる Alの高濃度ドーピングを検討した。 

【実験手法】 RF マグネトロンスパッタリング装置を

用いて、高抵抗 n-Si（111）基板（ρ > 1000 Ω cm）上に

Al-doped Zn1-xGexOyを 100 nm堆積した。ターゲット

には Zn0.38Ge0.62Oyを用い、Alの貼り付け位置をター

ゲット中央からそれぞれ l = 0 - 2 cm と変えた（Fig. 

1）。また、l = 0 cmの試料に対し、結晶化・活性化を

目的として、RTA装置を用いて Ar雰囲気中で 700 - 

1000 °C、30 分のアニールを行った。本研究では、

EDX、XRD、ホール効果測定を用いて評価した。 

【結果・考察】 Fig. 2 に、EDX 測定による Al 片の位

置と Al含有量の関係を示す。Al片の位置が中央か

ら離れるにつれて、含有量は単調に増加した。Fig. 3

に各アニール温度における XRD パターンを示す。

Tanneal > 700 °Cで鋭い回折パターンが得られ、結晶

化したといえる。Fig. 4 にアニール温度とキャリア密

度の関係を示す。Tanneal = 1000 °Cで p = 1.33×1018 

cm-3の p型伝導を示し、ドーパントが活性化したと考

えられる。p 型伝導を示したのは、Al が Ge に置換し

たためと予想される。今後、Alの供給源をAl2O3およ

び AZOに変えて n型伝導化を目指す。 
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